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※概要（Summary ）：

本研究は，ナノギャップ電極を用いた高周波素子を開

発することを目的とする。このナノギャップ構造は連

続したテラヘルツ波の増強効果を与える。素子は，マ

スクアライナ(ズースマイクロテック製 MA6)，蒸着装

置(電子ビーム蒸着装置 EBX-6D)等を用いて，フォト

リソグラフィ法により，GaAs 基板上の金薄膜のパタ

ーンとして形成した。

※実験（Experimental）：

ズースマイクロテック製 MA6 を用い、2 層レジス

トを用いたリフトオフ法によりパターン形成を行っ

た。2 層レジストは TSMR/PMGI である。レジスト

側壁への Au/Cr 膜の付着を防止するためアンダーカ

ット量は約１μm とし、現像時間で調整した。Au/Cr

膜は電子ビーム蒸着装置 EBX-6D で連続形成した。基

板温度は室温である。その後、NMD3→アセトンで 2

層レジストを溶解し不要な Au/Cr を除去（リフトオフ）

した。

※結果と考察（Results and Discussion）：

下図に示すパターンが得られ，リソグラフィは問題な

く完了していることが確認できた。

また，金膜と基板とは良好なコンタクトが得られてお

り，本研究代行で実施した薄膜プロセスが適切である

ことも確認できた。
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